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Рост проводимости (см. рис. 3) и предэкспоненциального множителя (рис. 4) пленок In2O3 при де-
сорбции кислорода свидетельствует о том, что уменьшение концентрации адсорбированного кисло-
рода приводит к увеличению подвижности носителей заряда. Из этого следует, что адсорбированный 
кислород играет роль центров рассеяния.

В то же время энергия активации проводимости пленок при десорбции кислорода уменьшается (рис. 5). 
Следовательно, снижение концентрации адсорбированного кислорода вызывает смещение уровня Ферми 
ближе ко дну зоны проводимости. Это показывает, что уровни адсорбированного кислорода распола-
гаются ниже середины запрещенной зоны.

Для определения канала переноса электронов значения предэкспоненциального множителя 
и энергии активации проводимости пленок In2O3 графически представлены в координатах ln G0 – Ea 
(рис. 6).

Рис. 3. Температурные зависимости проводимости пленок In2O3,  
измеренные в вакууме при температуре начала охлаждения:  

1 – 100 ℃; 2 – 110 ℃; 3 – 120 ℃; 4 – 130 ℃; 5 – 140 ℃;  
6 – 150 ℃; 7 – 160 ℃; 8 – 170 ℃

Fig. 3. Temperature dependences of the conductivity of In2O3 films  
measured in vacuum at the temperature of the beginning of cooling:  

1 – 100 ℃; 2 – 110 ℃; 3 – 120 ℃; 4 – 130 ℃; 5 – 140 ℃;  
6 – 150 ℃; 7 – 160 ℃; 8 – 170 ℃

Рис. 4. Зависимость предэкспоненциального множителя пленок In2O3  
от температуры начала охлаждения

Fig. 4. Dependence of the pre-exponential multiplier of In2O3 films  
on the temperature of the beginning of cooling


